Hoja 1: Movimiento ondulatorio, Ondas Estacionarias, Nivel Sonoro.

Ondas Velocidad de la onda en una Ondas estacionarias: |y = 2 A-sin kx-cos wt
Longitudinales: Se propaga en la direccién de la onda cuerda: T=tension
Transversales: Se propaga en direccién perpendicular a T m Primer Arménico(Estado Fundamental): 1 = 1
la onda. v=|— para|l =— Segundo Arménico: 71 = 2
Ecuacion de onda: H L Tercer Arménico: 71 = 3
‘y = Asin(kx — wr — ¢)‘ Derecha V= Af|Puede servoc. £ = nV 1 = 2L
‘y = Asin(kx + @t — (Z))‘ Izquierda o o 2 2L n n
X O=vkl|\wo=—|k=—

Interferencias: T y)
Constructiva: k(xl - xz) =2nw =periodo

. _ 1
Destructiva: k(xl - xz) - (21’1 - 1)7[ Nivel Sonoro: | B =10log—
Para Intensidad, ver Hoja 2. Iy

o do Energfa de un MAS: E 1 2 2
Velocidad de onda: |V = — = —— 1 1 Potencia Promedio: |P = — = — ‘LLA v
k  dk E=—kA’=—mw’A’ t 2
2 2
Velocidad Transversal: ‘y = Aw COS((I)I — kx )‘ . E 1
k nergia cinética: | L, = —my
Maxima: a)2 = — c 2
. m

Aceleracion:|y = —Aw’ sin(wt — kx)
Maxima: |@ = —A®”

Hoja 2: Presion de Radiacion, Eficiencia Cudntica, Densidad de Energia, Funcion de Trabajo
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Potencia:
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Cuerpo negro(Ley de Stefan-Bolzman): Ec D

Densidad de fotones por metro ciibico:

3
nforon = - [m ]

foton
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Ley de Wien:

AT =2,89810"K

Funcién de Trabajo:

Efecto Fotoeléctrico: ECm o — hf = ¢

funcién de la Energia (Por cada julio)
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En el caso de que no tengamos la potencia, tomamos los valores de dicha potencia en

Ondas Electromagnéticas:

E = Esin(kx — wt)
B = B, sin(kx — wt)

Campos Eficaces:
5, =B\

Eef = EO/\/E

Energia Cinética de un cuerpo negro:

Vector de Poynting: (direccién de propagacion de la onda):
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Hoja 3: Energia de un Electron, Energia de un Foton, Pozo de Potencial, Ecuacion de Schrodinger, Principio de Incertidumbre

mv2 m( p 2 pz hz Ecuacion de Planck (Energia del Energia Potencial del Electréon.
Ecelectron = =4 = = hc Ep 9 = qV V=potencial
’ 2 2\ m 2m 2A0%m fotéon): | Ec, =hf=—=pc ceaion
¢ ¢ yoion f A & Conservacién de la Energia
despejando hla longitud de onda: Principio de Incertidumbre Ec, + Ep, = Ec st Ep r
— h h Pozo de Potencial
2m Ec AxAp 2 —| |AEAt 2 — >
Ec, 2 2 . _lky_ Pz
Momento . . h|Ap 1AE P dm 2ml?
= _ — /2 E - - Ecuacién de Schrédinger:
p my pfoton )u P. m,tc, 2r 1% 2 E Funci6n de onda:
despejando de la formula de la Ec 2 . [ Nmx IETt
y(x,t)= (2/L) sin| —— |e
_ 2
E total — mc L
Ecuacién de Schrodinger:
—h* 0¥(x,1) ihd¥(x,t) —h* d*P(x)
Dependiente del tiempo:|————=— + U (x,t) = —————| Independiente del tiempo:; ————— + UV (x) = EW¥(x)
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2m  Ox ot 2m  dx

Hoja 4: Pozo de Potencial Infinito, Energia de Fermi, Masa Efectiva

Pozo de Potencial:
Unidimensional
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Energia de Fermi:

Ef = %(3N7r2 )2/3

n° de electrones

N = e
Densidad
4Omes T paso Atomico
N _ mtotal /m proton
wemes Volumen

Nucleon=neutron ¢ proton
Monovalente= 1 electron/dtomo
Bivalente = 2 electrones/dtomo

Longitud de onda para nivel de
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Energia Promedio:
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Masa Efectiva a partir de la
energia de Fermi
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3 Se puede calcular el proceso
<E > - g Ef inverso, es decir, la Ef a partir de
Energia liberada: la masa efectiva.
3 Energia del gap

Eliberada =n, <E> =n, gEf E = he

=
Los elementos transparentes tienen A
menor longitud de onda que la luz en funcion de KT
visible, y los opacos la tienen mayor. | | = KT
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Hoja 5: Semiconductores, masa efectiva, energia de Gap

Energia de Fermi de un semiconductor (ext, e int.)
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dependiente de la temperatura:
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Intrinsecos: T=0

GENERICOS

Concentracién de impurezas: [N A

TIPO N (Valencia=V)
Concentracién de Impurezas: N D

p g L +
Niimero de impurezas ionizadas: N D

Densidad de electrones en la banda de conduccion, concentracion de electrones libres: N E

Densidad de huecos en la banda de valencia, concentracion de huecos: N H
TIPO P (Valencia=III)

Densidad de electrones atrapados en impurezas: N ;
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Funciones Trigonométricas

B+b)-
Volumen Esfera: Veqfem = ETC r Area trapecio: A = %
2 .
nreh ) Perimetro-apotema
Volumen Cono: an o = 3 Area pentdgono: A= > P
Volumen Cilindro: Vcilmm = 7'L'I”zh Area Circulo: A = 7'L'I’2
Area base . Altura Area Esfera: A = 47Tr2
Volumen Piramide: 3
Constantes:
Masas: Constante de Plank K,= 1.37-1073 )‘z =4 7).10—7 m
— aNn-31 _ 134 s uz
m, = 9,110 kg | h=600 1?5 I/ =310 m/s g, =—1,602:10"C
m roton = mneu ron = 1’67510_ kg = 4713610_ ev V L, = 340 — 17
prot g sonido m/s Kgap = 1,3810

7 =1,05410""J/s

N, =6,02210%

I, = 110" w/m’

0 =5,6710"W/m’k*

g, = 8,85107" C*/Nm?

U, = 47107 N/ A

G=6,6710"

Energia del Gap
Si: 1,1 eV
Ge: 0,67 eV

Equivalencias:

tera(T)=10"
giga(G)=10’
mega(M)=lO6
kilo(k)=10"

mili(m)=10"
micro()=10"
nano(n)=10"

pico(p)=10"

Amstrong = zzx =10""m
IW=1J/1s
1eV=1,602-10"]

lcal = 4,197
lev="735W

1°C =273K

1
lkm/h=——m/s
fh==m
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